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１．概要（Summary） 

有機・無機ハイブリッド膜上に薄膜形成を行うため、

P-CDV及びALD装置を用いて、SiO2及び SiNの薄膜

形成を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ CVD薄膜堆積装置（TEOS/SiO2） 

原子層堆積装置[FlexAL] 

 

【実験方法】 

Si 基板上に有機・無機ハイブリッド薄膜を成膜し、その

基板を加熱しながら SiO2及び SiNを形成した。 

サンプルの仕様は下記のとおり。 

(ⅰ) ALDによる SiN薄膜形成、基板温度 400℃ 

(ⅱ)ALDによる SiO2薄膜形成、基板温度 400℃ 

(ⅲ) P-CVDによる SiO2薄膜形成、基板温度 350℃  

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

各サンプルの成膜後の FT-IRスペクトルを Fig. 1に示

す。 

(ⅰ)成膜前後でスペクトルの変化がなく、表面もムラが

見られず、良好な成膜状態であった。 

(ⅱ)、(ⅲ)SiO2が成膜しているので、-SiOのピークは上

昇しているが、酸素プラズマに曝されたにもかかわら

ず有機基の分解がなく、表面にもムラが見られない、

良好な結果が得られた。 

 

Fig. 1 FT-IR spectrum of each sample. 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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